
Verwendung: Silizium-pnp-Niederfrequenz- 
lnnältornäblhm für “" 
NF-Schaltungen und für 
Schaltbetrieb _bei 
da von -40°C bis +125°C 

Standard: TGL 200-8290 
Abmessungen: Bauform B 3/250, TGL_11811 
Masse = 19 
Zulässige Höchstwerte für 0a = 45 °C 

CR = 33 V 3g m 200 mA 
-Usio = 33 V Pc = 250 mW 
-IC = 50mA 0j = 150 0C 
‚IC = 200 MA = 125 °C 

Ig = 80mA 
grd 

Wöärmewiderstand Rın = 0,42 W 

Kennwerte für da = 25°C —5 grd 

Da 

| Min. . Typ | Max. | Meßbedingungen 

Restströme 

-Aceo | ' |0,1uA |-Uce= 6V 
»ICEO | 2uA | -Uce = 33 V 

Gleichstromverstärkung 

B 6 Jn | | +UcE = 6 V, -Ic = 1mA 
-Uce = 1 V, -Ic = 50 mA 

Basis-Emitter-Spannung 

-UBE |550 mV |5% mV | 650 mV | -Uce = 6 V, .Ic = 1 mA 
-Us: |0,9V _ |115V_|1,5V _ |-Uce =1 V, -Ic = 50 mA 
Restspannung 

„UCEgrest ] |1V |12V |1e=50mA 

Sättigungsspannung 

-UCesat } | 104V |-Ic = 50 mA, -IB = 25 mA 
Grenzfrequenz Ba helihle ba i SE 
fnı } 0,6 MHz| 1,9 MHz| | -Uc8 = 6 V, «IC = 1 mA 

Vierpolparameter 

hite 10,2k0 |0,46 kQ | 0,9 kQ '-uu-6V‚.lc-lmA.i-ilH: 
hize 11.104 |2-104 | 6.104 
L 8 | 14 | 22 I 
haze 10uS |28uS |50uS } 



Min. Typ | Mox | Meßbedingungen 

Basisbahnwiderstand 

Fob an |420 |700 .Uce=6V, -Ic = 1 mA, f = 5 MHz 

Kollektorkapazität 

C 20pF |27pF |70pF | -Uce = 6 V, -1C = 1 mA, f = 5 MHz 

Raouschmaß 

F | |6dB |15dB |-UcE=1 V, -Ic = 0,5 mA, f = 1,2 kHz 

Schaltzeitkonstanten 

f | 0,28 s |1,3p8s | -Uce=6V...-UCEgrost -IC = -ICER ... 50 mA 
f 088 | 16 ps | 31 ps | -UCEsat, -IC = 50 mA 

%r 1148 17 ps |3,1ps «UcCE=6V, ... -UCgrest,-IC =-ICER ... 50mA 
1n 098 17 ps | 358 | -UCgeat, -Ic = 50 mA 

Bestellbeispiel für einen Transistor Transistor S5 101 — TGL 200-8290 
* nur für Ersotzbedarf 
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